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Urzadzenie do pomiaru spadku napie-

@ cia na implantowanym zestyku, w komorze 3

hermetycznej, z zespolem wymuszania okre-
Slonej, stalej wartosci pradu, z zespotem po-
miaru spadku napigcia na zestyku elektroda
probiercza - materiat badany, w zaleznosci od " \ -
sity docisku elektrody probierczej na mate- ~
rial, znamienne tym, ze w hermetycznej ko- roa- -
morze (1) implantatora umieszczona jest na w
nieruchomym uchwycie (5) probka (2) mate- % \
riatu implantowanego, za$ naprzeciw naramie- —— o - /
niu (3) dzwigni réwnoramiennej, odchylanym —— - ,
z obszaru wiazki jonéw, umocowana jest ele- _ 1AL
ktroda (4) probiercza, ktora po implantacji
probki (2) okreslona dawka jonéw, dotyka do » -
implantowanej probki (2) z zadana na drugim
ramieniu dzwigni sila od silownika (6) z po-
miarem sity.
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Urzadzenie do pomiaru spadku napigcia
na implantowanym zestyku

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do pomiaru spadku napigcia na implantowanym zestyku, w komorze hermety-
cznej, z zespolem wymuszania okre$lonej, statej wartosci pradu, z zespotem pomiaru spadku na-
piecia na zestyku elektroda probiercza - materiat badany, w zaleznosci od sily docisku elektrody
probierczej na material, znamienne tym, ze w hermetycznej komorze (1) implantatora umiesz-
czona jest na nieruchomym uchwycie (5) probka (2) materiatu implantowanego, za$ naprzeciw
na ramieniu (3) dZwigni réwnoramiennej, odchylanym z obszaru wiazki joné6w, umocowana jest
elektroda (4) probiercza, ktdra po implantacji probki (2) okre§lona dawka jonéw, dotyka do implan-
towanej probki (2) z zadana na drugim ramieniu dZwigni sita od sitownika (6) z pomiarem sity.

Sk ok K

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do pomiaru spadku napiecia na implantowanym
zestyku. Jako zestyk rozumie si¢ zesp6t sktadajacy si¢ z elektrody probierczej i obrabianego me-
toda implantacji jonowej powierzchni probki badanego materiatu. Implantacja jonowa prowadzi
do zmjany wlasnosci mechanicznych i elektrycznych materiatéw elektrotechnicznych. Jako ze-
styk przyjmuje si¢ wigc powierzchnig kontaktu elektrody probierczej z materiatem o zmiennych
pod wptywem implantacji wlasnoéciach elektrycznych.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 176 165 sposob pomlaru spadku nap1qc1a na
zestyku materiat implantowany - elektroda probiercza, polegajacy na pomiarze spadku napigcia
przy zadanej wartosci pradu statego i okreslone;j sile docisku elektrody probierczej do materiatu
implantowanego, charakteryzujacy SiQ tym, ze badany material umieszcza si¢ w implantatorze,
kolejno poddaJe sig go 1mplantaCJl mierzy sig spadek napigcia podczas Zatrzymama implantacji,
przy czym pomla;r spadku napiecia powtarza si¢ przy kolejnych dawkach jonow 1mplantowa-
nych, az do osiagnigcia ustalonej wartosci spadku napigcia w niezmiennym ukladzie pomiaro-
wym i tych samych warunkach. Dotychczas przy ocenie wpkywu implantacji na wiasnosci
elektryczne materialéw przewodzacych mierzy si¢ spadki napig¢ na stanowisku pomlarowym po
wyjgciu implantowane;j probkl z hermetycznej komory. Wymagato kazdorazowo wyjecia probki
Z komory implantatora i umieszczenia jej na stanowisku pomiarowym, rozhermetyzowania ko-
mory, a nastepnie osiagnigcia bardzo wysokiej prozni, co znacznie wydtuza czas proby. W czasie
przemieszczania probki moze nastapi¢ zabrudzenie powierzchni jej utlenienie oraz adsorpcja
zanieczyszczen. Prowadzi to do znacznych bledow w ocenie zmiany wlasnosci materialow sty-
kowych, wywo%anych 1mplantaCJq jonowg pow1erzchm probki.

Istota urzadzenia do pomiaru spadku napigcia na implantowanym zestyku, w komorze her-
metycznej, z zespolem wWymuszania okreslonej, statej wartosci pradu, z zespolem pomiaru spad-
ku napigcia na zestyku elektroda probiercza - material badany, w zaleznosci od sﬁy docisku
elektrody probierczej na materiat jest to, ze w hermetycznej komorze 1mp1antatora umieszczona -
jestna meruchomym uchwycxe probka materiatlu implantowanego, za$ naprzeciw na ramieniu
dzwigni réwnoramiennej, odchylanym z obszaru wiazki j _]OHOW umocowana jest elektroda pro-
biercza, ktora po lmplantac_u probki okreslona dawka jonéw, dotyka do implantowanej probki z
zadana na drugim ramieniu dzwigni silta od sitownika z pomiarem sily. .

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze umozliwia badanie wiasnosci elektrycznych prob-
ki przy roznych dawkach implantacji i roznych sitach nacisku elektrody pl‘ObleI‘CZC] do implantowa-

nej probki. Badanie przeprowadza si¢ w identycznych warunkach i eliminuje sig mozhwosc P
zabrudzenia i oddzialywania warunkéw atmosferycznych na powierzchnie probki i znacznie - -

skraca czas badania.
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Urzadzenie wedtug wynalazku jest przedstawione w przykfadzie wykonania na schematy-
cznym rysunku.

W urzadzeniu do pomiaru napigcia na implantowanym zestyku, w komorze 1 hermetycz-
nej, z zespotem wymuszania okreslonej, stalej wartosci pradu, z zespotem pomiaru spadku napig-
cia na zestyku elektroda probiercza - materiat badany, w zaleznosci od sity docisku elektrody
probierczej na material, przy czym w hermetycznej komorze 1 implantatora umieszczona jest na
nieruchomym uchwycie 5 prébka 2 materialu implantowanego, za$ naprzeciw na ramieniu 3
dzwigni réwnoramiennej, odchylanym z obszaru wiazki jonéw, umocowana jest elektroda 4 pro-
biercza, ktéra po implantacji probki 2 okreslong dawka jonéw, dotyka do implantowanej probki 2
z zadana na drugim ramieniu dzwigni sita od sitownika 6 z pomiarem sity. Na poczatku zaklada
si¢ probke 2 materialu badanego na uchwyt 5, uzyskuje si¢ wysoka prozni¢ w komorze 1 herme-
tycznej, dokonuje si¢ pomiaru spadku napigcia na zestyku elektroda 4 probiercza - materiat 5 ba-
dany w komorze .1 hermetycznej przy ustalonej wartosci pradu ptynace przez zestyk, w
zaleznosci od sily nacisku elektrody 4 probierczej na materiat 2 badany. Nastgpnie przy wylaczo-
nym pradzie odchyla si¢ ramig 3 o kat 90°, a badany materiat poddaje si¢ implantacji okreslona
dawka wybranych jonéw, o zadanej energii. Po zakoniczeniu implantacji wykonuje si¢ pomiary
spadku napigcia na zestyku elektroda probiercza - material badany, jak dla probki nieimplanto-
wanej. Pomiary dla kolejnych dawek implantacji powtarzane sa bez rozhermetyzowania komory.
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